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요약

본 명세서에서 나타낸 본 발명의 전형적인 발명에 따르면, 전자회로가 형성된 반도체 칩은 유기계 다이 본딩재에 의

해, 그것의 이면에 형성된 돌출부를 가지는 리이드 프레임의 다이 패드에 고정된다.

반도체 칩상의 패드, 및 인너 리이드는 각각 금속세선에 의해 서로 전기적으로 접속된다.

이들 부분은 몰딩 수지로 밀봉된다.

또한, 각 인너 리이드는 몰딩 수지의 외부까지 연장하여 기판 실장을 위해 갈매기 날개 모양으로 프로세스된다.

또한, 인너 리이드는 외부단자가 형성되도록 납땜에 의해 프로세스된다. 이와 같이, 상기 돌출부가 상기 다이 패드의 

이면에 설치되기 때문에, 패키징 재료의 이면과 다이 패드 이면과의 접촉이 종래의 면접촉에서 점접촉으로 된다.

그러므로, 패키징 재료로부터의 유기물의 전달을 최소화할 수 있다. 또한, 다이패의 이면에서 접착성이 저하하는 전
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달은 매우 감소되기 때문에, 다이 패드의 상면과 몰딩 수지 사이의 접착성이 향상되어, SMD 의 리플로우 내성을 향상

시킬 수 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

제 1 도는 본 발명의 제 1의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면.

제 2 도는 제 1 도에 나타낸 리이드 프레임를 사용하는 반도체 장치 (SMD)의 단면도.

제 3 도는 본 발명의 제 2의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면.

제 4 도는 본 발명의 제 3의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면.

제 5 도는 제 4 도에 나타낸 리이드 프레임을 사용하는 반도체 장치 (SMD)의 단면도.

제 6 도는 본 발명의 제 4의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면.

제 7 도는 본 발명의 제 5의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면.

제 8 도는 제 7 도에 나타낸 리이드 프레임을 사용하는 반도체 장치(SMD)의 단면도.

제 9 도는 종래의 반도체 장치(SMD)의 단면도.

제 10 도는 리플로우에 의한 고장 발생의 메카니즘을 나타내는 도면.

제 11 도는 본 발명의 제 6의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 단면도.

제 12 도는 본 발명의 제 7의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 단면도.

제 13 도는 본 발명의 제 8의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 단면도.

제 14 도는 본 발명의 제 9의 실시예를 나타내는 플라스틱 몰드형 반도체 장치의 단면도.

제 15 도는 본 발명의 제 10의 실시예를 나타내는 플라스틱 몰드형 반도체 장치의 단면도.

제 16 도는 본 발명의 제 11의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 구성도.

제 17 도는 실장 기판상에 실장되었던, 제 16도에 나타낸 반도체 장치를 나타내는 단면도.

제 18 도는 제 16 도에 나타낸 반도체 장치의 제조 공정을 나타내는 단면도.

제 19 도는 본 발명의 제 12의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 구성도.

제 20 도는 실장 기판상에 실장되었던, 제 19 도에 나타낸 반도체 장치를 나타내는 단면도.

제 21 도는 제 19도에 나타낸 반도체 장치의 제조 공정을 나타내는 단면도.

제 22 도는 반도체 소자의 전극에 접속된 금속구의 형성 방법을 나타내는 도면.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

발명의 분야

본 발명은 다양한 스트레스에 의해 생성된 크랙(crack)을 방지할 수 있는 구조를 가지는 반도체 장치에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 크기가 축소될 수 있는 반도체 장치 및 반도체 장치의 제조방법에 관한 것이다.

종래의 기술

반도체 장치에서 생성된 크랙을 방지하기 위해, 예컨대, 특개평 2-17162(laid open on 1st May in 1990)호 공보, 2

-205351(laid open on 15th of August in 1990)호 공보, 3-259555(laid open on 19th of November in 1991)호 

공보, 1-191453(laid open on 1st August in 1989)호 공보, 4-84482(laid open on 17th of March in 1992)호 공

보 및 6-209055(laid open on 26th of July in 1994)호 공보에 설명된 기술이 개시되어 있다.

또한, 예컨대, 특개평 4-162736(laid open on 8th June in 1992)호 공보와 6-37127(laid open on 10th of Februar

y in 1994)호 공보 및 Japanese Utility Model Application Laid-Open No, 4-46551(laid open on 21th of April in

1992)에 설명된 기술은 소형 반도체 장치를 실현하도록 개시되어 있다.

발명의 요약

상기를 고려하여, 본 발명의 목적은 반도체 장치에서 생성된 크랙을 방지할 수 있는 다양한 구조를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 소형 반도체 장치 및 반도체 장치의 제조방법을 제공하는 것이다,
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본 발명에 따르면, 상기 목적을 달성하기 위해, 반도체 장치에 의해 설치된 리이드(lead) 프레임은 개량된 구조로 설

치되고, 개량된 접속 구조는 반도체 장치내에 설치된 반도체 소자와 기판간의 접속에 적용된다.

스트레스 완화 재료는 반도체 소자에 설치된 기판과 밀봉 수지사이에 설치된다.

또한, 본 발명의 따르면, 반도체 소자의 전극에 각각 접속된 금속구(metallic ball)로부터 연장하는 금속세선이 밀봉 

재료의 표면으로부터 노출되는 구조와 각 노출된 금속세선의 표면이 각 금속세선의 직경과 같은 폭을 갖는 구조가 제

안되어 있다.

여기서, 본 명세서의 다양한 발명중의 전형적인 발명을 간략히 나타낸다.

그러나, 본 명세서의 다양한 발명 및 이들 발명의 특정한 구성은 다음의 설명으로부터 이해할 것이다.

본 발명의 다른 목적, 특징 및 이점은 첨부도면을 참조하면서 다음에 상세히 설명한다.

[실시예]

본 발명의 바람직한 실시예는 첨부도면을 참조하여 이하 자세히 설명된다. 제 1 도는 본 발명의 제 1의 실시예를 나타

내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면이고, 제 1(a)도는 리이드 프레임의 다이 패드를 나타내는 평

면도이고, 제 1(b)도는 리이드 프레임의 다이 패드를 나타내는 측면도이다.

이들 도면에 나타낸 것처럼, 복수의 오목부(18a)는 리이드 프레임의 다이 패드(11)의 상면상에 형성되고, 복수의 돌

출부(18b)는 다이 패드(11)의 이면에 형성된다.

오목부 및 돌출부를 형성하는 방법의 하나로서 이것들이 다이 패드(11)의 디플레스(dipless) 프로세스시에 동시에 형

성될 수 있는 것이 알려져 있다. 제 2 도는 본 발명의 제 1의 실시예를 나타내는 리이드 프레임을 사용하는 표면실장

형 반도체 장치(SMD)의 단면도이다.

일반적인 표면 실장형 반도체 장치를 본 발명에서 쉽게 이해할 수 있도록 설명한다.

제 9 도는 그러한 종래의 반도체 장치(SMD)의 단면도이다.

제 9 도를 참조하여, 전자회로가 형성된 반도체 칩(2)은 유기계 다이 본딩재(3)에 의해 다이 패드(1)상에 고정되어 있

다.

반도체 칩(2)상의 패드(도시하지 않음), 및 인너 리이드(4)는 각각 금속세선(5)에 의해 서로 전기적으로 접속되어 있

다.

이들 부분은 몰딩 수지(6)로 밀봉되어 있다.

또한, 인너 리이드(4)는 몰딩 수지(6)의 외부까지 연장하여 기판 실장을 위한 갈매기 날개(gull wing)모양으로 프로세

서된다.

게다가, 인너 리이드(4)는 납땜에 의해 프로세스되어, 외부 단자(7)가 형성된다.

또한, 후에 설명되는 리플로우의 내성을 향상시키기 위해, 딤플(dimple)(도시하지 않음)은 다이 패드(1)의 이면에 형

성되고, 다이 패드(1)에 스루홀과 슬릿을 넣는 대책이 이루어지는 경우도 있다.

그러나, 상기 설명된 종래의 반도체 장치(SMD)는 특히 몰딩 수지의 두께가 1.2 mm이하의 박형 패키지의 경우에 있

어서, 리플로우의 내성이 어셈블리 로트(lot)에 따라 변동한다고 하는 문제점이 있다.

원인구명을 한 결과로서, 리이드 프레임 패키징 재료에 포함된 미량의 파라핀 성분이 리이드 프레임에 전달되는 것을

알았다.

그러한 문제점을 해결하기 위해, 패키징 재료가 변경되고, 금속과 같은 경우에 본 장치의 적용 등의 수법이 고안되었

다.

그러나, 어느 쪽의 경우든 비용이 많이 들고, 만족할 수 있는 것은 아니었다.

리플로우의 내성을 향상시키기 위한 딤플, 스루홀 및 슬릿은 이후 설명되는 모드A에 대한 효과를 기대할 수 있다.

그러나, 모드B에 관해서는 다이 패드의 강성이 저하하기 때문에, 기술적으로 만족할 수 있다는 것은 얻어지지 않았다.

또한, 여기서 말하는 ' 리플로우의 내성' 이란, SMD가 실제의 기판 실장시에 받는 스트레스에 견딜 수 있는 한계를 의

미한다.

평가 방법으로서, 다음의 일례가 알려져 있다.

즉, 임의의 조건하에 SMD가 수분을 흡수한 후에, SMD상에 IR 리플로우 장치나 VPS 장치에 의해, 미리 설정한 온도 

프로파일을 패키지 전체에 건다.

다음에, 몰딩 수지의 외부 크랙은 외관으로부터 평가되고, 내부 크랙은 단면 계층법 또는 SAT(Supersonic Cracks T

est)에 의해 평가되고, 각 계면의 접착성은 SAT 또는 자이글로(zyglo)법에 의해 평가되어, 리플로우의 내성을 결정한

다.

제 10 도는 리플로우에 의한 고장발생의 메카니즘을 나타내는 도면이다.

제 10(a)도에 나타낸 플라스틱 패키지가 사용되면, 그것은 제 10(b)도에 나타낸 것처럼 그것의 보관 중에 분위기로부

터 수분을 흡수한다.

흡수된 수분은 기판 실장시에 발생된 열에 의해 팽창되어, 각 계면의 박리(peeling)나 크랙 등의 고장을 일으킨다.

모드A에서 설명된 것처럼, 다이 패드의 이면을 기점으로서 한 박리 및 수분 패창[제 10(c-1)도]에 의한 크랙이[제 1

0(d-1)]이 주로 발생되었다.

그러나, 다이 패드에의 딤플, 스루홀 및 슬릿 수법의 적용 및 몰딩 수지의 개량에 의해, 다이 본딩재는 수분을 흡수하

여, 접착층의 박리 혹은 파괴/수분 팽창[제 10(c-2)도]에 의한 크랙[제 10(d-2)]이 발생하는 이른바 모드B가 발생한

다.

한편, 본 발명은 상기 설명된 문제점을 해결하고, 다이 본딩재의 수분 흡수에 의한 접착층의 박리 혹은 파괴/수분 팽

창에 의한 크랙의 발생을 방지할 수 있는 리이드 프레임 및 그것을 사용한 반도체 장치를 실현할 수 있다.
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즉, 제 2 도에 나타낸 것처럼, 전자 회로가 형성된 반도체 칩(12)은 유기계 다이본딩재(13)로, 이면에 오목부(18b)가 

형성된 리이드 프레임의 다이 패드(11)에 고정된다.

반도체 칩(12)상의 패드(도시하지 않음), 및 인너 리이드(14)는 각각 금속세선(15)에 의해 서로 전기적으로 접속된다.

이들 부분은 몰딩 수지(16)로 밀봉된다.

또한, 각 인너 리이드(14)는 몰딩 수지(16)의 외부까지 연장하여, 기판 실장을 위해 갈매기 날개 모양으로 프로세스된

다.

게다가, 인너 리이드(14)는 외부 단자(17)가 형성되도록 납땜에 의해 프로세스된다.

이와 같이, 돌출부(18b)가 다이 패드(11)의 이면에 설치되기 때문에, 패키징 재료의 이면과 다이 패드의 이면의 접촉

이 종래의 면접촉에서 점접촉으로 된다.

그러므로, 패키징 재료로부터의 유기계 기판의 전달을 최소화할 수 있다. 또한, 다이 패드(11)의 이면에서 접착성의 

저하가 일어나는 전달이 대폭 감소되기 때문에, 다이 패드(11)의 상면과 몰딩 수지 사이의 접착성이 향상되어, SMD

의 리플로우 내성이 향상한다.

제 3 도는 본 발명의 제 2의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면이고, 제 3(a)도는

그 리이드 프레임의 다이 패드의 평면도이고, 제 3(b)도는 그 리이드 프레임의 다이 패드의 측면도이다.

이들 도면에 나타낸 것처럼, 복수의 오목부(28a)는 리이드 프레임의 다이 패 드(21)의 상면에 형성되고, 복수의 돌출

부(28b)는 다이 패드(21)의 이면에 형성된다.

오목부(28a)는 반도체 칩 실장 영역(29)을 피해서 형성된다.

리이그 프레임을 사용하여, SMD는 제 1의 실시예와 같은 프로세스에 의해 형성된다.

제 1의 실시예에 있어서, 오목부(18a)가 반도체 칩 실장 영역내에도 형성되기 때문에, 다이 본딩재는 종래의 것과 비

교하여 많이 요구되었다.

그러나, 제 2의 실시예에서는 오목부(28a)가 반도체 칩 실장 영역(29)를 피해서 형성되기 때문에, 다이 본딩 재의 양

이 절약될 수 있다.

그러므로, 다이 본딩 재의 층에서 흡수된 수분량이 증가하지 않고, SMD의 비용이 많이 들지도 않는다.

이 기판이 채택되더라도, 패키징 재료로부터의 유기계 기판의 전달은 최소한도로 누를 수 있다.

따라서, 다이 패드(21)의 이면과 몰딩수지의 접착성이 향상된다.

또한, 리플로우시에 발생하는 수중기압(water vapor pressure)도 종래의 예와 같이 되기 때문에, SMD의 리플로우의

내성을 더욱 향상시킬 수 있다.

제 4 도는 본 발명의 제 3의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면이고, 제 4(a)도는

그 리이드 프레임의 다이 패드의 평면도이고, 제 4(b)도는 그 리이드 프레임의 다이 패드의 측면도이다.

이들 도면에 나타낸 것처럼, 복수의 홈(38a)은 볼록모양의 리지(convex rige)(38b)가 리이드 프레임의 다이 패드(31

)의 이면상에 형성되도록 다이 패드(31)에 형성되어 있다.

이들을 형성하는 방법의 하나로서 그들이 다이 패드(31)의 디플레스 프로세스시에 동시에 형성될 수 있다는 것이 알

려져 있다.

제 5 도는 본 발명의 제 3의 실시 예를 나타내는 리이드 프레임을 사용하는 반도체 장치(SMD)의 단면도이다.

이 도면에 나타낸 것처럼, 전자회로가 형성된 반도체 칩(32)은 리이드 프레임의 다이 패드(31)에 고정되고, 그것은 유

기계 다이 본딩 재(33)로 그것의 이면에 형성된 볼록 모양의 리지(38b)를 갖는다.

반도체 칩(32)상의 패드(도시하지 않음), 및 인너 리이드(34)는 금속세선(35)에 의해 서로 전기적으로 접속되어 있다.

이들 부분은 몰딩 수지(36)로 밀봉된다.

또한, 각 인너 리이드(14)는 몰딩 수지(36)의 외부까지 연장하여, 기판 실장을 위해 갈매기 날개 모양으로 프로세스된

다.

또한, 인너 리이드(14)는 외부 단자(37)가 형성되도록 납땜에 의해 프로세스 된다.

이와 같이 구성하였기 때문에, 볼록모양의 리지(38b)가 다이 패드(31)의 이면에 형성되기 때문에, 패키징 재료의 이

면과 다이 패드의 이면과의 접촉이 종래의 면접촉에서 선접촉으로 된다.

그러므로, 패키징 재료로부터 유기계 기판의 전달을 최소화할 수 있다.

또한, 볼록모양의 리지(38b)는 다이 패드(31)의 이면에 형성되기 때문에, 다이 패드(31)의 강성을 향상시키고, 리플

로우시에 발생하는 스트레스에 대한 저항력이 강해진다.

그러므로, 크랙이 일어나는 것을 방지할 수 있다(리플로우 고장 모드B).

따라서, 다이 패드(31)의 이면과 몰딩 수지의 접착성이 향상함과 동시에 다이 패드(31)의 강성이 높아지기 때문에, S

MD의 리플로우 내성이 향상된다.

제 6 도는 본 발명의 제 4의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면이고, 제 6(a)도는

그 리이드 프레임의 다이 패드의 평면도이고, 제 6(b)도는 그 리이드 프레임의 다이 패드의 측면도이다.

이들 도면에 나타낸 것처럼, 복수의 홈(48a)은 볼록모양의 리지(48b)가 다이 패드(41)의 이면에 형성되도록 리이드 

프레임의 다이 패드(41)에 형성되어 있다.

이들을 형성하는 방법의 하나로서, 그들이 다이 패드(41)의 디플레스 프로세스시에 동시에 형성될 수 있다는 것을 알

게 된다.

이 경우에, 소위 홈(48a)은 반도체 칩 실장 영역(49)을 피해서 설치되어 있다.

리이드 프레임을 사용하여, SMD는 제 3의 실시예와 같은 프로세스에 의해 형성된다.

이와 같이, 홈(48a)은 볼록모양의 리지(48b)가 다이 패드(41)의 이면에 형성되는 방법으로 반도체 칩 실장 영역(49)

를 피해서 설치되어 있기 때문에, 다이 본딩 재는 종래의 것과 양이 같아진다.
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그러므로, 다이 본딩재의 층에 흡수된 수분량이 증가되지 않고, 또한 SMD의 비용이 많이 들지 않는다.

이 구조가 채택되더라도, 패키징 재료로부터의 유기물의 전달은 최소한도로 누를 수 있고, 또한 다이 패드(41)의 강성

향상도 가능하다.

따라서, 다이 패드(41)의 이면과 몰딩 수지의 접착성이 향상되어, 다이 패드(41)의 강성이 향상된다.

또한, 리플로우시에 발생하는 수증기압도 종래의 예와 동일하기 때문에, SMD의 리플로우 내성이 더욱 향상된다.

제 7 도는 본 발명의 제 5의 실시예를 나타내는 리이드 프레임의 다이 패드의 구조를 나타내는 도면이고, 제 7(a)도는

그 리이드 프레임의 다이 패드의 평면도이고, 제 7(b)도는 그 리이그 프레임의 다이 패드의 측면도이다.

이들 도면을 참조하여, 웨이브(wave)형상부는 리이드 프레임의 다이 패드(51)의 전체면에 형성된다.

즉, 웨이브형상의 최상부(51a)와 웨이브형상의 하부(51b)가 형성된다.

이들을 형성하는 방법의 하나로서 그들이 다이 패드(51)의 디플레스 프로세스 시에 동시에 형성될 수 있다,

제 8 도는 본 발명의 제 5의 실시예를 나타내는 리이드 프레임을 사용하는 반도체 장치(SMD)의 단면도이다.

동일 도면에서 나타난 것처럼, 전자회로가 형성된 반도체 칩(52)은 리이드 프레임의 다이 패드(51)에 고정되고, 그것

은 유기계 다이 본딩 재(53)에 의해, 그 것의 이면에 형성된 웨이브 형상의 하부(51b)를 갖는다.

반도체 칩(52)상의 패드(도시하지 않음), 및 인너 리이드(54)는 각각 금속세선(55)에 의해 서로 전기적으로 접속되어

있다.

이들 부분은 몰딩 수지(56)로 밀봉되어 있다.

또한, 각 인너 리이드(54)는 몰딩 수지(56)의 외부까지 연장하고, 기판 실장을 위해 갈매기 날개 모양으로 프로세스된

다.

게다가, 인너 리이드(54)는 외부 단자(57)가 형성되도록 납땜에 의해 프로세스된다.

상기 설명된 구성 때문에, 웨이브의 하부(51b)가 다이 패드(51)의 이면에 형성되기 때문에 패키징 재료의 이면과 다

이 패드(51)의 이면과의 접촉이 면접촉에서 선접촉으로 된다.

그러므로, 패키징 재료로부터 유기물의 전달을 최소화할 수 있다.

본 실시예에 있어서, 웨이브형상부는 다이 패드(51)의 전면에 형성된다.

그러나, 웨이브형상부는 부분적으로 형성되어도 좋다.

웨이브형상부가 반도체 칩 실장 영역을 피해서 형성된 경우, 예컨대, 본 실시예는 제 3 또는 제 6의 실시예에서 얻어

진 것과 같은 효과를 발휘할 수 있다.

또한, 본 발명은 이하의 이용 형태를 갖는다.

(1)제 1및 제 2의 실시예에 있어시는 돌출부가 반구형으로서 설치되는 경우를 나타낸다.

그러나, 그들은 다각형의 기둥이어도 좋다.

각 돌출부의 형상을 특정하는 것은 아니다.

비슷하게, 돌출부의 수도 특정하는 것은 아니다.

(2)제 3및 제 4의 실시예에 있어서는 각 홈의 단면이 반구형인 경우를 나타낸다.

그러나, 홈은 V자 형상 또는 U자 형상이어도 좋다.

홈의 형상을 특정하는 것은 아니다.

개개의 홈은 분리되어 있어도 되고, 연속하고 있어도 된다.

또한, 홈은 다이 패드를 종단하는 것이나, 홈에 구애되지 않고, 웨이브형상이라도 상관없다.

마찬가지로, 홈의 수도 특정하는 것은 아니다.

(3)제 1-제 4의 실시예에 있어서는 다이 패드의 디프레스 형성 프로세스와 동시에 돌기부 및 홈을 형성하는 방법에 

관해서 설명하였다.

그러나, 그들은 별도의 프로세스에 의해 형성되어도 된다.

프레스-프로세스(press-processed)된 프레임이 사용되면, 그들은 도금 프로세스전의 종래의 다이 패드 및 인너 리

이드의 형성시에 적용된 프로세스에 의해 형성되어도 좋다.

그들을 형성하는 방법을 특정하는 것은 아니고, 또 한정하는 것도 아니다.

상기 설명된 구성에 따라, 다음의 이득 효과가 일어난다.

(1) 돌출부가 다이 패드의 이면에 설치되어 있기 때문에, 패키징 재료로부터의 유기물의 전달이 제어될 수 있다.

또한, 다이 패드의 이면과 몰딩 수지와의 접착성이 향상되고, 리플로우의 내성을 안정화시킬 수 있다(어셈블리 로트

에 의존하여 변화가 발생하지 않는다).

(2) 돌출부가 다이 패드의 이면의 반도체 칩 실장 영역을 피해서, 다이 패드의 이면에 설치되기 때문에, 다이 본딩재의

양이 종래의 것과 동일한 양으로 설정될 수 있고, 또한 리플로우 내성을 향상시킬 수 있다.

(3) 접착성이 다이 패드의 이면에서 저하되는 전달이 대폭 감소하기 때문에, 다이 패드의 상면과 몰딩 수지 사이의 접

착성이 향상하고, SMD의 리플로우 내성이 향상한다.

(4) 볼록모양의 리지가 다이 패드의 이면에 형성되기 때문에, 다이 패드의 이면과 몰딩수지의 접착성이 패키징 재료

로부터의 유기 물질의 전달을 금함으로써 향상될 수 있다.

또한, 다이 패드의 강성 향상에 의해, 리플로우 내성을 향상시킬 수 있다.

(5) 볼록모양의 리지가 반도체 칩 실장 영역을 피하여 다이 패드의 이면에 설치되기 때문에, 다이 본딩 재의 양을 절

약할 수 있음과 동시에, 리플로우 내성을 더욱 향상시킬 수 있다.

(6) 다이 패드의 이면에 볼록모양의 리지가 설치되어 있기 때문에, 패키징 재료의 이면과 다이 패드의 이면의 접촉이 

종래의 면접촉에서 선접촉으로 된다.

그러므로, 패키징 재료로부터의 전달을 최저한도로 누를 수 있다.



등록특허  10-0386061

- 6 -

또한, 볼록모양의 리지가 형성되기 때문에, 다이 패드의 강성이 향상될 수 있다.

또한, 리플로우시에 발생하는 스트레스에 대한 저항력이 강해져서, 크랙의 발생을 방지할 수 있다.

(7) 다이 패드상에 웨이브형상부가 형성되어 있기 때문에, 패키징 재료로부터의 유기물의 전달을 제어함으로써, 다이

패드의 이면과 몰드수지와의 접착성 향상과, 다이 패드의 강성향상에 의해 리플로우 내성을 향상시킬 수 있다.

제 6-8의 실시예를 다음에 설명한다.

제 11 도는 본 발명의 제 6의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 단면도이다.

이 도면에 나타낸 것처럼, 반도체 소자(1)상에 열경화 또는 열가소성의 접착층(2)을 통해서 미리 필요한 패턴을 형성

한다.

또한, 한편의 면에 땜납 볼(4)을 형성한 반도체소자(1)보다, 0.5  ~ 2.0mm 정도 작은 유리 에폭시 등의 플라스틱, 혹

은 세라믹으로 이루어지는 기판(3)이 접착층(2)이 삽입된 반도체 소자(1)에 고정되어 있다.

반도체소자(1)의 주위에는 반송(搬送) 혹은 밀봉용 프레임(5)이 부착되어 있다.

반도체 소자(1)상의 전극(6)과 기판(3)상의 도체(7)는 금속선(8)에 의해 서로 접속되어 있다.

또, 금속 와이어(8)를 덮도록 수지(9)로 밀봉되어 있다.

본 실시예는 이와 같이 구성하였기 때문에, 반도체 장치가 머더 보드(mother board)에 리플로우(IR, VPS, 에어(air)

등)로 납땜함으로써 접속된후 동작하면, 땜 납 볼(4), 기판(3), 금속 와이어(8)를 동해 반도체 소자(1)에 신호가 입출

력된다.

이 때, 반도체소자(1)는 발열하여, 열적인 변형이 발생한다.

혹은, 외부의 환경에 의해, 반도체 소자(1)는 열적, 기계적 변형이 발생한다.

그러나, 기판(3), 접착층(2)이 완충재가 되고, 또 기판(3)파 반도체소자(1)의 전기적 접속을 금속선(8)에 의해 행하고 

있기 때문에, 반도체 소자(1)와 금속 와이어(8)의 접속부에 인가된 스트레스를 최소화할 수 있다.

또한, 본 장치는 기판(3)을 다층 구성으로 하는 것에 의해, 전원 전압의 변동 등에 대하여 강하게 할 수 있다.

다음에, 본 발명의 제 7의 실시예에 관해서 설명한다.

제 12 도는 본 발명의 제 7의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 단면도이다.

이 도면에 도시한 바와 같이, 반도체 소자(1)상에 접착층(2)을 개재하여 기판(3)을 접착한다.

밀봉용 프레임(5)을 설치하고, 반도체 소자(1)상의 전극(6)과 기판(3)상의 도체(7)를 금속 와이어(8)로 서로 접속한다

.

여기까지는 제 1 실시예와 마찬가지이다.

그 후, 미리 소정의 형상으로 프로세스되었던 플라스틱 혹은 금속제의 캡(10)이 밀봉용 프레임(5)과 기판(3)에 접합

층을 개재하여 접합되어 있다. 본 실시예는 이와 같이 구성하였기 때문에, 제 1실시예와 마찬가지로 본 장치를 머더 

보드에 설치한 후 전원을 ON하면, 반도체 소자(1)에는 열적 변형이 발생한다.

그러나, 반도체 장치 내부는 속이 빈 구조로 되어 있기 때문에, 반도체소자(1)상의 전극(6)과 금속 와이어(8)와의 접

속부 및 기판(3)상의 도체(7)와 금속 와이어(8)의 접속부에는 스트레스가 가해지지 않아, 접속 신뢰성이 좋아진다.

다음에 본 발명의 제 8의 실시예에 관해서 설명한다.

제 13 도는 본 발명의 제 8의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 단면도이다.

여기서, 제 6과 제 7실시예와 같은 부분에는 같은 번호를 붙쳤기 때문에, 그 설명은 생략한다.

본 실시예에 있어서, 제 3 도에 도시한 바와 같이, 상기 제 7실시예에 덧붙여 반도체 장치의 내부에 열전도성의 에폭

시 수지(11)를 충전하고, 또 금속성이나 플라스틱성의 캡 (10)의 위에 땜납 볼(12)을 설치한다.

본 실시예는 이와 같이 구성하였기 때문에, 제 1및 제 2 실시예와 마찬가지로 본 장치를 머더 보드에 설치한 후 전원

을 ON하면, 반도체소자(1)가 발열하여 열적인 변형이 발생한다.

그러나, 반도체 장치의 내부를 열전도성의 에폭시 수지(11)로 충전하고, 또한 캡(10)의 위에 땜납 볼(12)을 형성하고 

있기 때문에, 발생된 열이 열전도성의 에폭시 수지(11), 캡(10)으로부터 땜납 볼(12)을 통해서 머더보드에 방산된다.

그 결과, 열적변형을 작게 할 수 있다.

이와 같이, 제 6-8의 실시예의 구성에 의하면, 다음의 효과를 얻을 수 있다.

(1) 반도체소자상에 접착층으로 기판을 접착하고, 반도체소자상의 전극과 기 판의 도체를 금속 와이어로 서로 접속하

도록 하였기 때문에, 반도체소자의 발열이나 외부의 환경에 의한 열적 스트레스에 대하여 반도체 장치를 대단히 강하

게 할 수 있다.

예를 들면, 온도 사이클 시험에 있어서는 1000사이클 이상을 달성할 수 있다.

또한, 반도체소자에는 특별한 처리가 필요하지 않기 때문에, 표준소자를 이용할 수 있고, 새로운 설계나 개량, 혹은 범

프(bumping)등이 불필요하다. 이와 같이, 반도체 장치는 범용성이 크다.

더욱이, 미리 기판상에 땜납 볼을 형성하고 있기 때문에, 볼형성시의 열스트레스를 제거할 수 있어 신뢰성이 향상한

다.

또한, 기판에 세라믹이나 저수분 흡수 플라스틱을 사용함으로써, 반도체 장치의 리플로우의 내성을 향상시킬 수 있다.

(2) 반도체 장치의 내부를 속이 빈 구조로 하였기 때문에, 내부접속의 신뢰성을 훨씬 향상시킬 수 있다.

(3) 상기 효과(2)에 덧붙여서, 반도체 장치의 내부에 열전도성의 에폭시 수지를 충전하고, 또 캡위에 땜납 볼을 설치

하였기 때문에, 반도체 장치를 머더보드에 실장한 후, 방열성이 향상한다.

따라서, 열적변형이 감소하고 내부접속의 신뢰성이 향상한다.

또한, 반도체 장치와 머더보드의 전기적 접속의 신뢰성 향상을 기대할 수 있다.

이하, 본 발명의 제 10의 실시예에 관해서 도면을 참조하면서 상세히 설명한다.

제 14 도는 본 발명의 제 9의 실시예를 나타내는 수지밀봉 또는 플라스틱 몰드형 반도체 장치의 단면도이다.
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우선, 다이스본딩에 의해 기판(11)에 반도체 칩(12)을 형성한다.

그 후, 반도체 칩(12)은 Au 와이어(13)에 의해 기판(11)과 반도체 칩(12)을 와이어본드한다.

그 다음, 반도체 칩(12)의 주변의 기판(11)상에, 스트레스 완화재로서 실리콘등 스트레스 완화효과가 높은 물질을 도

포하여, 스트레스 완화부(16)를 형성한다.

이들 부분을 필요에 따라서 가열, 경화시키고, 그리고 밀봉수지(14)로 밀봉한다.

또한, 기판(11)의 반대측에 땜납 볼(15)을 부착시킨다.

본 실시예를 이와 같이 구성하였기 때문에, 스트레스 완화부(16)에 의해, 이들 선형의 팽창계수의 차이로 인해 밀봉수

지(14)와 기판(11)의 사이에 생기는 스트레스를 완화할 수 있다.

그 결과, 왜곡을 감소시키는 것이 가능해 진다.

다음에 본 발명의 제 10의 실시예에 관해서 설명한다.

제 15 도는 본 발명의 제 10의 실시예를 나타내는 수지밀봉 반도체 장치의 단면도이다.

이 실시예에서는 기판에 오목부(21a)를 형성하여, 오목부에 스트레스 완화재를 매립함으로써 형성된 스트레스 완화

부를 설치한다.

이 도면에 도시한 바와 같이 먼저, 기판(21)에, 스트레스 완화재를 매립하기 위한 오목부(21a)를 형성하여, 여기에 스

트레스 완화부(27)를 설치한다.

스트레스 완화재로서는, 실리콘등 스트레스 완화 효과가 높은 물질을 사용한다.

다음에, 이 스트레스 완화제를 오목부(21a)에 매립함으로써 형성된 스트레스 완화부(27)를 가지는 기판(21)에 반도

체 칩(22)을 다이본드한다.

또한, Au 와이어(23)로 기판(21)과 반도체 칩(22)을 와이어본드한다.

그 후, 이들 부분을 밀봉수지(24)로 밀봉하여, 기판(21)의 반대측에 땜납 볼(25)을 부착시킨다.

본 실시예를 이와 같이 구성하였기 때문에, 기판(21)에 형성된 스트레스 완화부(27)에 의해, 선형의 팽창계수의 차이

로 인해 밀봉수지(24)와 기판(21)의 사이에 생기는 스트레스을 완화할 수 있다.

그 결과, 왜곡을 감소시키는 것이 가능해 진다.

이상 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

(1) 반도체 칩측의 기판과 밀봉수지의 사이에 스트레스 완화재를 도포하여, 스트레스 완화부를 형성하였기 때문에, 

밀봉수지와 기판 사이의 스트레스를 완화할 수 있다.

그 결과, 변형을 감소시켜서 그곳사이의 접속의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

(2) 반도체 칩측의 기판면에 스트레스 완화재를 매립함으로써 형성된 스트레스 완화부를 설치하였기 때문에, 밀봉수

지와 기판 사이의 스트레스를 완화할 수가 있다.

따라서, 변형을 감소시켜서, 그곳사이의 접속의 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 본 발명의 제 11및 제 12의 실시예를 도

면을 참조하면서 상세히 설명한다.

제 16 도는 본 발명의 제 11의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 구성도이고, 제 11(a)도는 반도체 장치의 단면도이

고, 제 11(b)도는 반도체 장치의 평면도이다.

이들 도면에 나타낸 바와 같이, 반도체소자(11)는 전극(12)에 전기적으로 접속된 금속세선(13)의 상부가 플라스틱 밀

봉재(16)의 표면으로부터 노출하도록 플라스틱 밀봉재(16)로 밀봉되어 있다.

이 때, 반도체소자(11)의 이면 또한, 동시에 플라스틱 밀봉재(16)의 하부표면으로부터 노출되어 있다,

또, 참조부호(13a)는 금속구를 나타낸다.

여기서, 플라스틱 밀봉재(16)는 반도체소자(11)를 보호하는데 필요한 최소한의 크기로 성형된다.

제 17 도는 본 발명의 제 11의 실시예의 반도체 장치를 실장기판에 실장한 단면도이고, 제 17(a) 도는 실장기판에 반

도체 장치를 실장한 전체 단면도이고, 제 17(b) 도는 그 반도체 장치를 실장기판에 실장한 단면확대도이다.

이들 도면에 도시한 바와 같이, 반도체소자(11)는 금속세선(13)이 플라스틱 밀봉재(16)로부터 노출한 면을 하측으로 

향하게 하고, 도전성 접착제(17)를 통해 실장기판(20)의 기판전극(21)에 전기적으로 접속된다.

여기서, 참조부호(18)는 반도체 장치이다

제 18 도는 본 발명의 제 11의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 제조공정 단면도이다.

(1)제 18(a)도에 도시한 바와 같이, 다이 패드가 없는 상태에서, 반도체소자(11)와 리이드 (15)를 금속세선(13)으로 

전기적으로 접속한다.

즉, 반도체 소자(11)가 리이드(15)에 와이어본드된다.

(2)다음에, 제 18(b)도에 도시한 바와 같이, 반도체소자(11)의 이면이 노출하도록 플라스틱 밀봉재(16)로 반도체 소

자(11)를 밀봉한다.

이때, 금속세선(13)은 밀봉시에 몰드에 의해 단단하게 유지되어, 플라스틱 밀봉재(16)의 상부표면을 따라 연장하는 

형태를 가진다.

(3)다음에, 제 18(c)도에 도시한 바와 같이, 연마기(19)로 플라스틱 밀봉재(16)의 상면을 금속세선(13)의 노출폭이 

충분해지도록 깍는다.

여기서, 제 18(c)도에서 A-A선 단면을 보면, 플라스틱 밀봉재(16)의 상면에 노출된 금속세선(13)의 평탄폭(d)이 제 

18(d)도에 나타낸 것 처럼 형성된다.

제 19 도는 본 발명의 제 12실시예를 나타내는 반도체 장치의 구조를 도시한 도면이고, 제 19(a)도는 그 반도체 장치

의 단면도이고, 제 19(b)도는 그 반도체 장치의 평면도이다.

이들 도면에 도시한 바와 같이, 반도체소자(31)의 전극(32)에는 복수의 금속구(33a), (33b), (33c)가 접합되거나 접

속되어 있다.
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전극(32)에 접합되는 금속구(33a), (33b), (33c)중의 하나를 최소의 크기로 하여, 이후 차례로 크게 한다.

반도체소자(31)는 최상부의 금속구(33c)가 그 플라스틱 밀봉재(36)의 표면으로부터 노출되도록 플라스틱 밀봉재(36

)로 밀봉되어 있다.

이때, 반도체소자(31)의 이면 또한 동시에 플라스틱 밀봉재(36)의 하부표면으로부터 노출되어 있다.

여기서, 플라스틱 밀봉재(36)는 반도체소자(31)를 보호하는데 필요한 최소한의 크기로 형성되어 있다.

제 20 도는 본 발명의 제 12의 실시예의 반도체 장치를 실장기판에 실장한 단면도이고, 제 20(a)도는 실장기판에 반

도체 장치를 실장한 전체 단면도이고, 제 20(b)도는 그 반도체 장치를 실장기판에 실장한 단면확대도이다.

이들 도면에 도시한 바와 같이, 반도체소자(31)는 금속구(33a), (33b), (33c)의 노출면을 하측으로 향하게 하고, 도전

성 접착제(37)를 통해 실장기판(20)의 기판전극(21)에 전기적으로 접속된다.

여기서, 참조부호(38)는 반도체 장치를 나타낸다.

제 21 도는 본 발명의 제 12의 실시예를 나타내는 반도체 장치의 제조공정 단면도이다.

(1)먼저 제 21(a) 도에 도시한 바와 같이, 다이 패드가 없는 상태에서, 반도 체소자(31)의 전극(32)에 금속구(33a)를 

형성한다.

참조부호(34a)는 금속세선을 잡아 떼어냄으로써 얻어진 나머지 부분이다.

여기서, 제 22 도에 나타낸 것처럼 금속구(33a)의 형성방법에 관해서 설명한다.

즉, 제 22(a) 도에 도시한 바와 같이, 전기 토치(torch)(41)와 금속세선(34)간의 방전에 의해, 제 22(b) 도에 도시한 

바와 같이, 본딩툴(bonding tool)(42)로부터 연장하는 금속세선(34)에 금속구(33a)가 형성된다.

다음에, 제 22(c) 도에 도시한 바와 같이, 본딩툴(42)은 금속구(33a)가 초음파와 그것의 하중에 의해 가열된 반도체소

자의 전극(32)과 접착되거나 접합되도록 강하한다.

이 상태에서, 제 22(d) 도에 도시한 바와 같이, 클램프(43)를 닫아, 본딩툴(42)을 올린다.

그러면, 금속구(33a)의 바로 상부에 힘이 가해져서, 금속세선(34)이 절단된다.

(2)다음에, 제 21(b) 도에 도시한 바와 같이. 상기와 같이 하여 금속구(33a)보다도 큰 금속구(33b)를 금속구(33a)상

에 형성한다.

(3)또, 제 21(c) 도에 도시한 바와 같이, 금속구(33b)보다도 큰 금속구(33c)를 금속구(33b)상에 형성한다.

또, 상기 (2), (3)은 필요에 따라서, 수회 반복된다.

(4)다음에, 제 21(d) 도에 도시한 바와 같이, 반도체소자(31)의 이면이 노출 되도록 플라스틱밀봉재(36)로 반도체 소

자(31)를 밀봉한다.

이때, 금속구(33a)  ~ (33c)는 밀봉시에 몰드에 의해 단단히 유지되기 때문에, 최상부의 금속구(33c) 바로 윗쪽의 금

속세선(34)의 나머지 부분(34a)이 압착된다.

그 결과, 최상부의 금속구(33c)만이 프라스틱 밀봉재(36)의 표면으로부터 노출된다.

더욱이, 본 발명은 다음과 같은 이용형태를 가진다.

상기 제 11 실시예(제 16 도)에서는 반도체소자의 전극이 그 반도체소자의 거의 중앙에 배치되어 있는 예를 나타내었

다..

그러나, 각 전극이 반도체소자의 어떤 부분에 배치되어 있더라도, 그것의 위치는 각 금속세선의 방향(와이어루프의 

배선각)을 변경함으로써 그것의 어떤 부분에도 적용할 수 있다.

상기 제 12실시예(제 19 도)에서는 반도체소자의 전극이 반도체소자의 주변(그것의 긴 쪽 방향의 양끝)에 배치되어 

있는 예를 나타낸다.

그러나, 그 전극은 반도체소자의 어떤 장소에 배치되어 있더라도 적용이 가능하다.

이상 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

(1) 리이드에 의한 접속이 아니기 때문에, 반도체 장치의 외형을 반도체소자 정도로 축소할 수 있어, 반도체 장치를 

소형화할 수 있다.

또한, 반도체소자가 외부에 노출되어 있기 때문에, 높은 열방산성을 얻을 수 있다.

더우기, 각 금속세선은 충분한 길이이상 노출되어 있기 때문에, 금속세선이 실장기판에 접속되는 접속면적을 크게 확

보할 수 있다.

그 결과, 접합 신뢰성을 높일 수 있다.

또한, 반도체소자상의 플라스틱 밀봉재의 두께는 각 금속세선의 상승부의 높이 정도이기 때문에, 반도체 장치로서의 

대폭적으로 박형화할 수 있다.

(2) 실장기판의 접속단자로서 금속세선을 사용하기 때문에, 새로운 접속단자(범프 등)의 형성공정이 생략된다.

또한, 기존의 와이어 본더(bonder)가 접속 공정과 대항하기 때문에, 종래의 설비로 접속단자를 형성할 수 있다.

이와 같이, 제조비용의 감소를 꾀할 수 있다.

또한, 플라스틱 밀봉시에 몰드로 금속세선을 단단히 유지하기 때문에, 접속단자에 대응하는 금속세선은 항상 플라스

틱 밀봉부의 이면에 배치되어 있다. 이 때문에, 각 금속세선의 노출이 용이하고 또 확실하게 실현된다.

(3) 리이드에 의한 접속이 없기 때문에, 반도체 장치의 외형을 반도체소자 정도로 축소할 수 있어, 반도체 장치의 소

형화를 꾀할 수 있다.

또한, 반도체소자가 외부에 노출되어 있기 때문에, 높은 열방산성을 얻을 수 있다.

또한, 작은 금속구는 반도체소자의 전극에 사용되기 때문에, 반도체소자의 전극의 면적을 작게 하는 것이 가능하고, 

반도체소자의 회로부의 면적의 확보가 용이해진다.

따라서, 반도체소자의 고집적화가 가능해 진다.

또한, 큰 금속구는 표면 노출부에서 사용되기 때문에, 실장기판이 각 전극과 접합되는 면적의 확보가 용이해진다.
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따라서, 실장기판과 전극과의 접속면적을 크게 확보할 수 있어, 접합 신뢰성을 높일 수 있다.

더욱이, 반도체소자상의 플라스틱 밀봉재의 두께는 금속구의 적층 높이 정도이기 때문에, 반도체 장치로서의 대폭적

인 박형화를 꾀할 수 있다.

(4) 실장기판의 접속단자로서 금속구를 사용하기 때문에, 새로운 접속단자(범프 등)의 형성 공정이 생략된다.

또한, 기존의 와이어 본더가 간단한 소프트웨어 변경으로 접속공정과 대항할 수 있기 때문에, 제조비용(신규 설비 도

입에 대한 비용)의 감소를 꾀할 수 있다.

또한, 플라스틱 밀봉시에 몰드로 금속구를 압착하기 때문에, 접속단자에 대응하는 금속구는 항상 플라스틱 밀봉부의 

이면에 배치되어 있고, 또한 확실히 노출되어 있다.

또 상술한 바와 같이, 몰드에 의해 금속구가 단단히 유지되기 때문에, 금속구의 최상부 금속구의 바로 윗쪽의 금속세

선를 잡아 떼어냄으로써 얻어진 나머지 부분도 상시 설명된 것과 같은 방법으로 유지된다.

그 결과, 노출면은 요철이 없는 매끄러운 면이 될 수 있다.

또한, 몰드에 의해 금속구가 단단히 유지된 경우, 반도체소자의 전극상의 금속구가 복수 설치되기 때문에, 이들은 완

충기능을 수행하여, 반도체소자에 대한 스트레스의 완화가 가능하다.

그러므로, 반도체소자의 타격에 의한 불량을 없앨 수 있다.

더욱이, (1) 및 (2)에 나타낸 연마의 공정이 생략될 수 있기 때문에, 공정의 간략화가 가능하고, 조립비용의 감소를 꾀

할 수 있다.

상기 발명을 상세히 설명했지만, 상기 설명은 모든 관점에 예시적인 것이지 한정적인 것은 아니다.

다양한 변경 및 변화는 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 고안될 수 있다.

또, 이번 개시된 실시예는 단순한 일례에 지나지 않고, 특허청구의 범위에 기재된 발명의 균등의 범위내에서, 여러가

지의 실시예가 얻어진다는 것이 의도된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
1 면 및 제 1 면의 이면인 제 2 면을 가지는 다이 패드를 구비하는 리이드 프레임과;

상기 다이 패드상의 상기 제 1 면에 실장된 반도체 칩과;

상기 다이 패드의 제 1 면상에, 상기 반도체 칩 실장 영역 이외의 부분에 형성된 복수의 오목부와;

상기 다이 패드의 제 2 면상에 형성된 복수의 돌출부와,

상기 반도체 칩 및 상기 다이 패드를 밀봉하는 몰딩수지를 구비한 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 2.
제 1 면 및 제 1 면의 이면인 제 2 면을 가지는 다이 패드를 구비하는 리이드 프레임과;

상기 다이 패드상의 상기 제 1 면에 실장된 반도체 칩과;

상기 다이 패드상의 상기 제 1 면에 형성된 홈과;

단면이 V형상을 가지며 상기 다이 패드의 제 2 면상에 형성된 볼록모양의 리지와;

상기 반도체 칩 및 상기 다이 패드를 밀봉하는 몰딩수지를 구비한 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 3.
반도체 칩을 실장한 리이드 프레임에 있어서,

다이 패드는 적어도 일부분을 그 상면까지 V자 형태로 된 웨이브 형상으로 된 단면을 가지는 것을 특징으로 하는 리

이드 프레임.

청구항 4.
단면이 적어도 일부분을 V자 형태로 된 웨이브 형상으로 된 제 1 면 및 제 1 면의 이면인 제 2면을 가지는 다이 패드

를 구비한 리이드 프레임과;

상기 다이 패드의 상기 제 1 면상에 실장된 반도체 칩과;

상기 반도체 칩을 밀봉하는 몰드수지를 구비한 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 5.
제 1 면 및 제 1 면의 이면인 제 2 면을 가지는 다이 패드를 구비하는 리이드 프레임과;

상기 다이 패드상의 상기 제 1 면에 실장된 반도체 칩과;

상기 다이 패드의 제 1 면상에, 상기 반도체 칩 실장 영역 이외의 부분에만 형성된 홈과;

상기 다이 패드의 제 2 면상에 상기 다이 패드의 측면을 따라 상기 홈에 일치하여 형성된 볼록모양의 리지와;

상기 반도체 칩 및 상기 다이 패드를 밀봉하는 몰딩수지를 구비한 것을 특징으로 하는 반도체 장치.

청구항 6.
제 6 항에 있어서,

상기 홈은 상기 다이 패드의 측면을 따라 상기 반도체 칩 실장 영역 이외의 부분에 형성된 것을 특징으로 하는 반도체

장치.

도면
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